Si-npn-Planar-Epitaxie-
transistoren SF 126, SF 127, SF 128

Verwendung

Die Si-npn-Plonor-Epitexietransistoren der Typenreihe
SF126--.5F 128 sind fir die Anwendung in Breitband-
verstiirkern und ols mittelschneile Schalitransistoren vor-
gesehen,

Gishiiuse

Die Abmessungen der Transistoren 5F 124- - -5F 128 ent-
sprechen der Bouform 8 3/25 -3¢ nack TGL 11814
{TO-5), Der Koilekior ist mit dem Gehiduse elektrisch lei-
tend verbunden (Bild 1}.

Muasse

Die Tzonsistoren der Typenreihe 5F 126-.-5F 128 hoben
ging Masse van etwa 1 g,
Warmewiderstand

Rinis = 250 grd/W Rutie = 60 grd/W
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3 Minimal- und Maximalwerte, die nicht Im Kenndatenblait garon-
tiert werden, haben nur Infarmativen Chorckter und gelten fir 95%,
aliar Ssouelemante, '
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Abhingigkeit vom Kollektorstrom
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